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1.背景、目的 

天文学において遠赤外線(THｚ電磁波)を観測することで、銀河・星の

形成についての重要な情報を得ることができる。 現在、実用化されて

いる遠赤外検出器としては圧縮型 Ge:Gaが主流である。しかし圧縮型に

することで多素子化が難しいことや、１素子に加わる圧力が不均一など

の弊害が起きる。それに対して GaAs では、ドナー準位が浅いため圧縮

型の必要性が無く、多素子化が実現可能である。また、Ge:Gaに比べ電

子移動度が高く、検出器の感度向上が期待できる。以上のことから、本

研究では GaAs エピタキシャル薄膜を用いた高感度遠赤外検出器の開発

を最終目標とし、今回試作した検知器の評価結果について報告する。 

 

2.実験内容および結果 

我々は、天文観測に必要な高感度を得るために LPE成長 GaAsエピタ

キシャル膜の作製及び検知器試作を行ってきた 1)。高純度化が不可欠な

ため LPE法を採用し、更に石英反応管を用いた場合装置由来で混入する

Siを除くため、LPE反応管をアルミナ材に置き換え成長を行った。Fig.1

に示すようにロットによるばらつきはあるが、成長を重ねる（サンプル

No増加）につれ、主にアクセプター不純物の低減に成功した。

 

Fig.1 各 LPE反応管での補償比の違い 

その中で、今回は特にアクセプター濃度を低減できた幾つかの結晶を

用いて検出器を試作し、これら検出器の評価を行ったので報告する。 

ダーク状態でのノイズ量の測定結果は、 10-15 ～ 10-16 

[A/(Hz)0.5]であり、ほぼ結晶素子のジョンソンノイズで支配さ

れていることが分かった。その結果ダークノイズ量は結晶のキ

ャリア濃度と強い相関を示したと考えられる。 

続いて、分光感度スペクトルを測定した結果、35cm-1にピーク

を持ち 90～25cm-1の波数領域に渡り感度を有することが分かっ

た。(Fig.2) 

 

Fiｇ.2 試作 GaAs検出器の遠赤外感度分布 

黒体輻射を用いて校正した絶対感度と結晶特性との関係性は

現在解析中である。 

 

4.まとめ 

LPE成長において、アルミナ反応管を用いて作製した低補償比

GaAs結晶を用いて遠赤外検出器を試作した。それらのダークノ

イズ、分光感度分布をそれぞれ測定、評価した。当日の講演で

は、絶対感度値および NEPの値について報告し、さらに結晶特

性と検出器特性の相関についても議論する予定である。 
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